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はじめに 

光集積回路（OEIC）の実現に向けて、Siプラッ

トフォーム上の発光デバイスとして Geが注目さ

れている。Geは、引っ張り歪みの導入、及び n

型ドーピングにより、直接遷移型に近づくことに

よる発光効率向上が報告されている[1,2]。本研究

では、貼り合わせ法を用い、n型引っ張り歪み

Ge-on-Insulator (GOI) を作製し、室温での PL評価

を行った。 

 

実験方法 

 固体ソースMBEにより、Si(100)基板上に 2段

階成長法を用い、1μmの Ge層（Ge-on-Si）を成長

した[2,3]。Siと Geの熱膨張係差により Ge層には

引っ張り歪みが導入される。CMP により Ge表面

平坦化後、熱酸化によって作製した SiO2/Si基板

への貼り合わせ、KOHを用いた Siの選択エッチ

ング、最終 CMP により GOI構造を作製した（図

1）。その後、Spin-on-Dopantによる P の高濃度ド

ーピング（>10
19

cm
-3）を行った。さらにこの歪み

GOI構造に半径 5μmのマイクロディスク共振器

構造を作製した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

結果及び考察 

作製した GOIの室温での PLスペクトルを図 2

に示す。1.5~1.8 μmの範囲で直接遷移が寄与する

発光が確認できる。これは引っ張り歪みと高濃度

ドーピングの効果である。GOIと Ge-on-Siを比較

すると、発光強度の 10倍以上の増大が見られる。

これは GOI構造とすることで面直方向の光閉じ

込め効果が増大したためであると考えられる。 

図 3に歪み GOIマイクロディスクからの室温

PLスペクトルを示す。強い発光とともに、鋭い共

振ピークが観測された。詳細な解析から、これら

はWhispering Gallery Modeと考えられる。励起強

度増加に伴う発光強度増大も観測された。 

以上の結果より、n型ドープ引っ張り歪み GOI

構造が Si上の発光デバイスとして非常に有望で

あることが示された。 
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図 1 歪み GOI作製プロセス 
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図 2 歪み GOIおよび Ge-on-Si の室温 PL 

 

図 3 歪み GOIマイクロディスクの室温 PL 
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